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Werfcwij2B ter venraardiging van een halfgeleideriurichting en daaimee verkregen 
halfgeleiderinriohtmg 



De uitvinding heeft betreEfeing op een werkwijze ter vervaardiging van een 
halfgeleidarinriohting waarbij in een haJfgeleiderllehaam met een tijdelijk substraat tenminste 
een halfgeleiderelement gevonnd wordt dat aan een zijde van het halfgeleiderlichaam liggend 
tegenover het substraat van tenminste een aanshutgebied voorzien wordt, aan de zijde van het 

• e a 

5 halfgeleiderlichaam waar het aanslultgebied gevormd wordt een dieiektricum wordt 

aangebracht in een patroon dat het aansluitgebied vrijlaat waarna een metaallaag over het 
di glektricum wordt aangebracht wordt in kontact met het aanslultgebied, welke metaallaag 
fungeert als elektrische aansluitgeleider van het aansluitgebled, waarna het tijdelijk substraat 
verwijderd wordt en de metaallaag als substraat fungeert. De metaallaag fungeert tevens als 

10 thermisohe geleider om waimte af te voeren. Met een dergelijke werkwijze kan een — al dan 
niet geintegreerde - halfgeleiderinriohting vervaardigd worden die bij zeer hoge frequenties. 
zoals een frequence die groter of gelijk is aan 50 GHz, bruikbaar zijn* 

Een werkwijze van de in de aanhef genoemde soort is bekend nit een 
publicatie van M. Rodwell et al. met als titel ''Transferred-Substrate Heterojunction Bipolar 

1 5 Transistor Integrated Circuit Technology" dat gepubliceerd is in pp. 169-174 van de 
Proceedings van de 1 lfh International Conference on Indium Phosphide and Related 
Materials gehouden van 16-20 Mei 1999 te Davos in Zwiteerland. Daarin is beschreven hoe 
een InP transistor op een InP substraat dat als tijdelijk substraat fungeert, voorzien wordt van 
een in patroon gebracht diSIektricum dat een BCB ( = BenzoCycloButene) omvat, waarna 

20 binnen en op het in patroon gebrachte diSlektricum een koperlaag wordt aangebracht die 
binnen het in patroon gebrachte diSlektricum fungeert als een thermische en elektrische via 
naar de transistor. Hierna wordt het InP substraat verwijderd en fungeert de koperlaag tevens 
als substraat voor de transistor. 

Een bezwaar van de bekende werkwijze is dat indien daannee een groot aantal 

25 halfgeldderinrichtingen vervaardigd worden, deze niet gemakkelijk van elkaar gescheiden 
loinnen worden. Indien de inrichtingen dooriniddel van zagen van elkaar gescheiden worden, 
treden daarbij erastige problemen naar voren doordat het doorzagen van metaallagen gepaard 
gaat met het uitsmeren van het te zagen metaal over de zaag waardoor het zagen bemoeilijkt 
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woxdt Het voor het zagen verwijderen van de metaallaag ter plaatse van een door te zagen 
gebied door middel van etsen is niet praktisch omdat de metaallaag bijzonder dik is. 

Het doel van de onderhavige uitvinding is dan ook een praktische werkwijze te 
verschaffen van do in de aanhef genoemde soort waarbij een groot aantal 
5 halfgeleiderinrichtingen tegeltfk vervaardigd lean worden en waarbij deze gemakkelijk van 
elkaar gescheiden kuoaen worden. 

Daartoe heeft volgens de uitvinding een weikwijze van de in de aarihef 
genoemde soort het kenmeric dat voordat de metaallaag wordt aangebracht in projedie gezien 
random bet in patroon gebrachte deel van het diglektricum en rondom het 

o * • * 

10 halfgeleiderelement een ringvormig gebied van een kunststof woxdt aangebracht met een 
grotere dikte dan het dielektricum en de metaallaag binnen het ringvormig gebied van de 
kunststof wordt aangebracht. De uitvindiag berust allereerst op het inzicht dat door te 
voorkomen dat de metaallaag ook gevormd wordt op die gebieden van het 
halfgeleiderlichaam waar de inrichtingen van elkaar gescheiden mo e ten worden, een 

15 praktische oplossing biedt voor het gestelde probleem. Door na het aanbrengen van de 
metaallaag binnen het ringvormig gebied, dit weer te verwijderen komt het gebied van het 
halfgeleiderlichaam waar de inrichtingen van elkaar gescheiden moeten worden weer vrij en 
kan een zaag pieces als separate techniek toegepast worden zonder probleem omdat daarbij 
nu niet meer door een metaallaag gezaagd hoeft te worden. De oplossing volgens de 

20 uitvinding biedt verder het voordeel dat het aanbrengen van een kunststof ringvormig gebied 
bijzonder gemakkelijk is, in het bijzonder indien daarvoor een fotolak gebruikt wordt. Deze 
kan gemakkelijk in het gewenste patroon gebraeht worden en na het aanbrengen van de 
metaallaag weer gemakkelijk met een daartoe geschikt oplosmiddel verwijderd worden. Het 
ringvoimige gebied is niet beperkt tot een ring, maar kan ook by voorbeeld rechthoekig of een 

25 polygoonzijn. 

In een bijzonder gimstige uitvoering van een werkwijze volgens de uitvinding 
wordt dan ook als materiaaj voor het ringvormig gebied een fotolak gekozen en wordt het 
ringvonnig gebied gevormd met behulp van fotolifhografie. Ben bijzonder gescbikte fotolak 
wordt gevormd door Nano een negatieve fbtolak die onder meer door de Fa. 
30 MioroChem onder die naam op de markt wordt gebraeht Een dergelijke fotolak kan in een 
eokel spin coat proces op het halfgeleiderlichaam aangebracht worden in een dikte tnssen 10 
en meer dan 200 pm. Daardoor kan ook de metaallaag bijzonder dik zyn hetgeen gewenst is 
met het oog op de ftmcties van elefctrische en thermisohe aansluitgeleider en vooral die van 
substraat, d,w.z. dragend onderdeel van de inrichting* Voor het dielektricum wordt eveneens 
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bij voorkeur een fotolak gekozen. Dit niet alleen omdat deze met behulp van fotoUthografie 
gemakkehjk in patroon gehracht kan worden maar ook omdat het dielektrlcum op die manier 
relatief dik lean zjjn b.v. 1 tot 10 }aa en teveus omdat een fotolak als BCB, die bijzonder lage 
RF (~ Kadio Frequent) verliezen vertoont bijzonder gesohikt is in verband met toepassing 
5 van een zogenaamde strip-line teebniek. Ben en ander houdt ook verband met de beoogde 
toepassingen die zowel een hoge frequentie als een hoge veimogensdissipatie vereisen. 

Bij voorkeur wordt voor de dikte van het rlngvormig gebied een dikte gekozen 
tussen 10 en 200 urn. Voor de dikte van de metaallaag wordt mj voorkeur een dikte gekozen 
die itussen 5 en 20 um dikker is dan de dilcte van het ringvonnig gebied. De fotolak kan door 
10 geschikte oplosmiddelen na belichting ontwikkeld worden en na uitbakken weer verw}jderd 
worden. Een dergelijke ontwikkolaar en Stripper die gesohikt zijn voor de hierboven 
genoemde fbtolak worden ook door de Fa MicroCham aangeboden. Na strippen van de lak 
ter plaatse van het ringvorraig gebied, kan daar gezaagd worden. 

In een voodceursuitvoering van een werkwijze volgens de witvinding worden 
15 wdlvidtolehal^eleiderhuio^^ 

ringvonnig gebied te drukken. Verrassenderwijs is gebleken dat het ringvonnig kunststof 
gebied niet per se verwijderd hoeft te worden om een halfgeleiderinrichting te separeren van 
nabnrige inrichtingen. Na plaatsing van het halfgeleiderlichaam op een gesohikt folie kan 
door met een punrig voorweip daarop te drukken de metaallaag nit het ringvonnig gebied 
20 gedrukt worden waarbij het halfgeleiderlichaam gebroken wordt ter plaatse van het 

ringvonnig gebied. Dit laatste hangt onder meer samen met het feit dat bij een werkwijze 
volgens de iiitvinding gebroikt gemaakt wordt van de "subsfraat-transfer" techniek, waarbij 
het eigenlijke halfgeleiderlichaam waarin zich het halfgeleiderelement bevindt bijzonder dun 
is, namelijk ten hoogste enkele micrometers dik. Nadat een halfgeleiderinrichting uit het 
25 ringvonnig gebied gedrukt is kan dit opgepakt worden, bijvoorbeeld met behulp van een 
vacuum pincet en gemakkelijk verder behandeld worden ter afinontage of ter verpakking. 

In een verdere gunstige variant wordt na het venxdjderen van het tljdenjk 
substraat aan die zijde van het halfgeleiderlichaam een verder rechthoekig ringvonnig gebied 
van een kunststof aangehrachi ongeveer tegenover het ringvonnig gebied en wordt binnen het 
30 verdere ringvonnig gebied een verdere metaallaag aangebracht Op deze wijze kuunen 
verdere aansluitgebieden van het halfgeleiderelement voorzien worden van een 
aansluitgeleider met niet alleen uitstekende elektrische en ftiermische aansluit 
karakteristieken maar ook met het gewenste goede hoogfirequent gedrag. 
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Bij voorkeur wordt het halfgeleiderhchaam gevormd wordt door een 
hatfgeleidersubstraat te voorzien van. een begraven isolerende laag waarboven het 
halfgeleideralement, het aansluitgebied en een verder aansluitgebied van het 
halfgeleideieleraent gevonnd worden, waarbij het tijdelijk substraat gevormd wordt door het 
onder de begraven isolerende laag liggende deel van het halfgeleidersubstraat. Deze 
werkwijze is eenvoudig en goed toepasbaar voor de vervaardiging van zowel MOS (= Metal 
liconduetorHKuraistoren^^ 



In een dergelijke variant worden bij voorkeur tussen de begraven isolerende 
laag en het aansluitgebied een verdere isolerende laag die een etsstoplaag vormt ten opziohte 
van de begraven isolerende laag en een andere isolerende laag aangebraeht waarin een 
opening gevonnd wordt waarin het verdere aansluitgebied gevormd wordt. Vervolgens wordt 
na het verwijderen van het tijdelijk substraat een onder het verdere aansluitgebied liggend 
deel van de begraven isolerende laag verwijderd met een ets middel dat seleetief is ten 
opzichte van de verdere isolerende laag. 

In een verdere variant van een wedwjjze volgens de uitvinding wordt voor het 
halfgeleiderelement een bipolaire transistor gekozen en wordt het aansluitgebied verbonden 
wordt met het emitter gebied van de bipolaire transistor. Bij voorkeur wordt met een 
werkwijze volgens de uitvinding eehter een MOS indenting gevonnd zoals een (vermogens) 
LD (= Laterally Difmsed)MOS transistor. 

De uitvinding omvat verder een halfgeleiderinrichting verkregen met behulp 

van een werkwijze volgens de uitvinding. 



De mtvinding zal thans nader worden toegelicht aan de van enkele 
25 uitvoeringsvoorbeelden en de tekening, waarin: 

Fig. 1 t/m 10 schemarisch en in een dwarsdoorsnede loodrecht op de 
dilcteriohting een lialfgeleideimriehting tonen in opeenvolgende stadia van de vervaardiging 
met behulp van een werkwijze volgens de uitvinding, 

Fig. 1 1 schematiscb en in een dwarsdoorsnede loodrecht op de dikterichting 
30 een halfgeleiderinrichting met een LDMOS transistor toont verkregen met behulp van een 
werkwijze volgens de uitvinding, 

Fig. 12 een detail toont van de doorsnede van een variant van de 

halfgeldderinricbtiug van Fig 11, 
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Fig. 13 een detail toont van een bovenaanzicht van een verdere variant van de 
halfgeldderiiiriohting van Kg. 11. 

Fig- 14 schematisoh en in een dwarsdoorsnede loodrecht op de dikterichting 
een andere variant toont van de halfgeleideriririohting van Fig, 1 1, en 

Fig, 15 schematisoh en in een dwarsdoorsnede loodrecht op de dikterichting 
-m\ halfgeleiderinrichting met een bipolaire transistor toont verkxegen met behulp van een 
*erkwijze volgens de uitvinding. 



' 0 De figuren zijn triet op schaal getekend en sommige aftnetingen, zoals 

afhietingen in de dikterichting fcijn ter wille van de duidelijkheid overdreven weergegeven. 
Overeenkomstlge gebiedcn of onderdelen zija in de versehillende figuren zoveel mogelijk 
van heteelfde verwijzingscijfer vooizien. 

Fig. 1 tfm 10 tonen schematisch en in een dwarsdoorsnede loodrecht op de 

1 5 dikterichting een halfgeleideriiiriohting in opeenvolgende stadia van de vervaardiging met 
behulp van een werkwijze volgens de uitvinding. Bij de vervaardiging van de inrichting 10 
van dit voorbeeld wordt hier (zie Fig. 1) uitgegaan van een n-type silicium substraat 2 met 
gebruikelijke afinetingen en doteringsconcentratie. Daarop bevinden zich achtereenvoigens 
een elektrisch isolerende siliclumdioxide laag 8, een verdere isolerende laag 9 van 

20 siliciumnitride, een andere isolerende laag 1 1 van siliciumdioxide en een dunne laag 3' van 
monokristallijn silicium. Doze structuur kan btfvoorbeeld vervaardigd worden door het 
aanbrengen met behulp van CVD van de isolerende lagen 8, 9, 11 pp een Si substraat 2. 
Daarop wordt een silicium substraat 3' gehecht dat vervolgens grotendeels verwijderd wordt 
totdat een dikte van enkele micrometers resulteert. In de silicium laag 3' wordt (zie Fig 3) een 

25 halfgeleiderelement 3 zoals een transistor gevormd waarna hier de bniten het element 3 
liggende delen van de Si laag 3 ? verwijderd worden. Plaatselijk wordt in verdere en andere 
isolerende lagen 9,1 1 een opening 21 gemaakt ter vonning van een verder aansluitgebied van 
het halfgeleiderelement 3. 

Dan wordt (zie Fig 3) een metaallaag, hier van aluminium aangebracht die in 

30 patroon gebracht wordt waarbij een aansluitgebied 4, bijvoorbeeld van de source van een 
transistor, en een verder aansluitgebied 44, bijvoorbeeld van de poortelektrode van een 
transistor, gevormd worden, Hiema wordt (zie Fig. 4) een als diglektricum fbngerende 
fotolak 5 van BCB aangebracht met een dikte van 5 ym die in een zodanig patroon gebracht 
wordt dat het verder aansluitgebied 44 afgedekt wordt en het aansluitgebied 4 wordt 
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vxijgdaten. Daarover wordt (zie Fig. 5) in dit voorbeeld een dunne Memlaag 5 1 hier van 
Cr/Cu aangebracht over het gehele oppervlak van de inriohting 1 0, in dit voorbeeld met een 
dikte van 200 nm en omvattende 50 nm Or en 1 50 nm Cu. 

Vervolgens wordt (zie Fig. 6) volgens de uitvinding rondom de in patroon 
5 gebrachte BCB laag 5 en rondom het halfgeleiderelement 3 een ringvormig gebied 7 van 
kunststof aangebracht Het gebied 7 bevat in dit voorbeeld een fotolak, hierNANO SU-8, 

: emdilrte-van4CK)-fjmen-een-ta 
gevolgd door fotolithografie gevormd. Dan wordt (zie Fig. 7) met behulp van 
elektrodepositie de Memlaag 51 binnen de ring 7 voorzien van een dikke, hier 110 [im dikke, 
10 metaallaag 6 die hier koper bevat Dan wordt (zie Fig. 8) bet onder de isolerende laag 8 
Hggende siKcium substraat 2, dat als tijdelijk substraat gefungeerd heeft, verwijderd, hier 
door middel van etsen met behulp van een geooncentreerde KOH oplossing in water, Daarbij 
fungeren de ring 7 en de metaallaag 6" als masker terwql de begraven isolerende laag 8 van 
siliciumdioxide daarWj als etsstoplaag fungeert. 
15 Hema wordt (zie Fig. 9) isolerende laag 8 van silioiumdioxide verwijderd 

door middel van etsen met behulp van een verdunde oplossing van HF in water. Terwijl het 
aansluitgebied 4 verbonden is met de koper laag 6 die als thermische en elektrische 
aansluitgeleider en nn tevens als substraat van de inrichting 10 fungeert, kornt aan een 
tegenover de koper laag 1 Hggende jrijde van het halfgeleiderUchaam 1 daarbij het verder 
20 aansluitgebied 44 van het halfgeleiderelement vrij en is beschikbaar voor aansluiting van de 
indenting 10 aan die zijde. De ring 7 kan nu met behulp van een geschikt oplosmiddel 
verwijderd women waaroa individnele inriehtingen 10 door middel van zagen ter plaatse van 
de gebieden waar zich de ring 7 bevond, verkregen worden. 

In dit voorbeeld wordt een indrviduele inrichting 10 echter verkregen door het 
25 halfgeleiderUchaam 1 op een - niet in de figuur weergegeven - membraan te plaatsen en met 
behulp van een- eveneens niet in de figuur weergegeven - puntig voorwerp op de metaallaag 
6 te drukken waarbij een individuele inrichting 10 nit de kunststof ring 7 gedrukt wordt en 
bijvoorbeeld opgepakt kan worden met behulp van een vacuum placet Dit is bijzonder 
aantrekkeUjk vanwege de eenvoud en snelheid. Ben zaag stap is hiermee overbodig 
30 geworden. De resulterende inrichting 10 is in Fig. 10 weergegeven en is geschikt voor 

afmontage, bijvoorbeeld op een PCB (= Printed Cicuit Board) of yoor verpakking ter levering 

aan een gebruiker. 

Fig. 11 toont schematisch en in een dwarsdoorsnede loodrecht op de 
dikterichting een halfgeleiderinrichting met een LDMOS transistor verkregen met behulp van 
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een werkwijze volgens de uitvmding. Het stadium van de vervaardiging coriespondeert met 
het in Kg. 9 weergegevene, zij het dat in de doorsnede van Fig, 1 1 het balfgeleiderelement 3 
hier dus een LDMOS transistor 3, is weergegeven. De koperlaag 6 fungeert hier als 
aansluitgeleidervan het aansluitgebied 4 van de source 13 van de transistor 3 die hier 
5 vingervormig is uitgevoerd, waarbij de vingervormige delen van de source 13 Voorzien zijn 
van een aansluitgebied 4 van aluminium. t>e transistor 3 is gevormd in een deel 30 van het 
halfgeleiderKchaam 1 liggend boven een isolerende laag 8 van siliciumdioxide. Dit deel 30 is 
omgevendooreenzogenaamdetrenchisolatie31 vansiUciumdioxideenbevateengebied 
30A dat gefeoleard is door middel van een verdere trench isolatie 32 en volledig 
10 aooggedoteerd. Het n^ype gebied 30 beva^^ 

hoog gedoteerd gebied 33 dat als drain 33 van de transistor 3 fungeert en een tegengesteld 
gedoteerd gebied 34 dat als kanaalgeHed 34 van de transistor 3 fungeert. Boven het 
kanaalgebied 34 bevindt zioh een vingervormige poIykristalUjn silicium poortelektrode 35 
waarop zich een silicide laag 36 bevindt die verbonden is met het deel 30A van het 
15 halfgeleiderKchaam 1. De poortelektrode 36 is van het aansluitgebied 4 van de source 13 
geSsoIeerd met behulp van een siliciumdioxide laag 55 en is aan een zijde van het 
halfgeleiderKchaam 1 tegenover de koper laag 6 voorzien van een verder aansluitgebied 44. 
Aan dezelfde zijde bevindt zich een ander aansluitgebied 44A voor de drain 33 van de 
transistor 3. 

20 voorbeeld is in plaats van het in Fig. 1 weergeven halfgeleiderlichaam I 

een halfgeleiderlichaam 1 gebruikt waarbij in een silicium substraat door middel van 
implantatie een begraven isolerende laag 8 van sfficiumdioxide gevormd is. In het daarboven 
liggende deel van het substraat is de transistor 3 gevoimd. Verder zijn in verband daarmee 
het verder aansluitgebied 44 en het ander aansluitgebied 44A niet gevormd op de in de 

25 Figuren 1 t/m 3 weergeven wijze, maar door aan die zijde van het halfgeleiderlichaam 1 op 
de begraven isolerende laag 8 fotolak in patroon aan te brengen en door vervolgens opening 
te etsen in de isolerende laag 8 en na verwijderen van de fotolak ter plaatse van de openingen 
een metaallaag 44 van aluminium aan te brengen en deze door middel van etsen in het 
gewenste patroon te brengen. 

30 12 toont een detail toont van de doorsnede van een variant van de 

halfgeleiderinrichting van Fig. 1 1 . De kunststof ring 7 is hier aan zjjn aan de koper laag 6 
grenzende zijde voorzien van een profilering ter verbeterlng van de hechting tussen de ring 7 
en de koper laag 6. In dit voorbeeld is de profilering verkregen door een taps verlopende 
binnenwand 7A van de ring 7 die de koper laag als het ware opsluit in de ring 7. Een 
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dergehjke profileiing kan eeavoudig verkregen woiden door in het geval dat de ring 7 met 
behulp van een positieve fotolak en fotolitnografie gevonnd wordt, de lak 7 over te belichten. 
Onder een positieve fotolak wordt verstaan een lak waaxbij de belichte delen van de lak 
tijdens het ontwikkelen verwijderd worden, waar deze by een negatieve lak juist blijven 
5 staan. 

Fig. 13 toont een detail van een bovenaanzicht van een verdere variant van de 



van een profileiing die bier gevonnd wordt door een gegolfd zijn van de binnenwand 7A. Dit 
kan, eveneens in het geval van het gebruik van een fotolak 7 en fotolhmografie bij de vonning 
10 van de ring 7, eenvoudig gerealiseerd worden door het daarbij gebruikte masker te voorzien 
van een golvende rand. Dit kan toegepast worden bij zowel een positieve als een negatieve 
fotolak 7. 

Fig. 14 toont schematisoh en in een dwarsdoorsnede loodrecht op de 
dflcterichting een andere variant van de indenting van Fig. 11. In deze variant is na het in 
15 Fig. 11 bereikte stadium ook aan de andere ztfde van het halfgeleiderliohaam 1 een verdere 
kunststof ring 77 met daarin een kleinere ring 77A op soortgelijke wijse als de ring 7 
gevonnd. Daar binnen wordt- eveneens op soortgelijke wjjze als bij de ring 7 - een verdere 
metaal laag, ic. een kopec laag 66,67, aangebracht. De binnen de ring 77 Kggende metaallaag 
66 fungeert als elektrische enthennische aansluiting vooreenverder aansluitgebied44Avan 
20 de LDMOS transistor 3, i.e. van het drain gebied 33 van de transistor 3. Een binnen de 
kleinere ring 77A liggend deel 67 van de metaallaag fungeert als aansluiting van de 
poortelektrode 35,36. Afhankehjk van de gekozen dikten van de koper lagen 6,66/67 fungeert 
de koper laag 6 of de koper laag 66/67 of beide lagen als substraat van de inrichting 10. 
Onder substraat wordt bier verstaan niet aileen een dtagend deel van de inrichting 10 
25 beschouwd maar ook een deel dat door zijn relatief grote dikte de inrichting 10 zijn gewenste 
stevigheid / staiheid verschaft. 

Fig, 15 toont schematisoh en in een dwarsdoorsnede loodrecht op de 
dikterichting een halfgeleiderinrichting met een bipolaire transistor 3 verkregen met behttlp 
van een werkwijze volgens de uitvinding. Ook hier komt het stadium van de vervaardigmg 
30 overeen met dat vande inrichting van Fig. 11. De koper laag 6 fungeert hier als 

aansluitgeleider van het aansluitgebied 4 van de emitter 12 van de bipolaire transistor 3, die 
een basisgebied 15 en een collector gebied 16 heeft. De transistor 3 van dit voorbeeld heeft 
een emitter 12 met een vinger structuur waarvan in de Fig. 15 tor wille van de eenvond 
slechts twee "vingers" zijn weergegeven. Het hooggedoteerde deel van de emitter 12 wordt 
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door implantatie gevormd. Het basisgebied 15 m het emitter gebied 12 door middel van 
diffiisie. Het oppervlak is bedekt met een van openingen voorciene isolerende laag 56. De 
overige onderdelen van deze transistor 3 komen overeen met de reeds bij do bespreking vaa 
de transistor 3 van Kg. 1 1 besproken onderdelen. Ook de vorming van de verdeare aluminium 
aansluitgebieden 44 en 44A, respectievelijk van het basis gebied 15 en het collector gebied 
16 van de transistor 3, vindt plaats qp de bij dat voorbeeld besproken manier. 



voor de vakman bitmen het kader van de wtvinding vele variaties en modificaties mogelijk 
zijn. £o kunnen inriohtingen verv^ardigd worden met een andere geometrie en/of andere 
afinetingen. 

In plaats van een halfgeleiderlichaam van Si lean ook een halfgeleiderlichaam 
van Ge of Ht-V verbindingenzoals GaAs of fioP zijn toegepast 

In het geval van een halfeeleiderlichaam van Si behoeft dit niet 
noodzakelijkerwijs monokristallijn silicium te bevatten. Ook polykristallijn siliciran is voor 
bepaalde toepassingen geschikL 



halfgeleiderelementen of elektronische componenten kan bevatten zoals dioden en/of 
transistoren en weerstanden en/of capaciteiten, al dan niet in de vonn van een gefrtegreerde 
schakeling, De vervaardiging wordt daarbij niteraard doelmaflg aangepast 



De nitvinding is niet beperkt tot het beschreven uitvoeringsvooxbeeld daar 



Verder wordt opgemertct dat de inriohting verdere actieve en passieve 
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1. Werkwijze ter vervaardiglng van een halfgeleiderinrichting waarbij in een 

halfgeleiderlichaam met een tijdelijk substraat tenminste een balfgeleiderelement gevonnd 
wordt dat aan een zijde van het halfgeleiderlichaam liggend tegenover bet substraat van 
tenminste een aansluitgebied voomen wordt, aan de zijde van het halfgeleiderlichaam waar 
5 het aansluitgebied gevonnd wordt een disiektricum wordt aangebracht in een patroon dat het * 
aansluitgebied vrijlaat waarna een metaallaag over het diglektricum wordt aangebracht in 
kontact met het aansluitgebied, welke metaallaag fungeert als etektrische aansluitgeleider van 
het aansluitgebied, waarna het tijdelijk substraat vesrwijderd wordt en de metaallaag als 
substraat fUngeert, met het kenmerk, dat voordat de metaallaag wordt aangebracht in 
10 projectie gesien rondom het in patroon gebraohte deel van het dielektricum en random het 
balfgeleiderelement een ringvormig gebied van een kunstetof wordt aangebracht met een 
grotere dikte dan het difilektricum en de metaallaag binnen het ringvormig gebied van de 
kunstetof wordt aangebracht 

15 2. Werkwijze volgens conolusie 1, met het kenmerk, dat voor het materiaal van 

de kunststof van het ringvormig gebied een ibtolak gekozen wordt en het ringvormig gebied 
gevound wordt met behulp van fotolithografie. 

3. Werkwijze volgens conclusie 1 of 2, met het kenmerk., dat voor het 

20 dielefctricum een verdere fotolak gekozen wordt die in patroon gebracht wordt met behulp 
van fotolithografie, 

4. Werkwijze volgens conclusie 3 ? met het kenmerk, dat voor de dikte van van 
het dielektricum een dikte van 1 tot 10 gekozen wordt en voor de dikte van het 

25 ringvonnig gebied een dikte van 10 tot 200 pm gekozen wordt. 

5. Werkwyze volgens conolusie 1,2,3 of 4, met het kenmerk, dat als metaal van 
de metaallaag koper gekozen wordt en voor de dikte van de metaallaag een dikte gekozen 
wordt die 5 tot 20 jxm groter is dan de dikte van het ringvormig gebied 
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6. Werkwijze volgens een der voorafgaande conclusies, met het kemnerk, dat na 
het aaribrengen van de metaallaag het ringvonnig gebied verwijderd wordt en de 
halfgeleiderinriohtlng verkregen wordt door de delen van het halfgeleiderliohaam waar zioh 

5 het ringvonnig gebied hevond door te zagen. 

7. Wedkwijze volgens een der conclusies 1 t/m 5, met het kenmerk, dat de 
balfgeleiderinrichting wordt vefkregen door het halfgeleiderlichaam tut het ringvonnig 
gebied tedrukken. 

8. Werkwijze volgens een der voorafgaande conclusies, met het kenmerk, dat een 
oan de metaallaag grenzende wand van het ringvonnig gebied voorzien wordt van een 
profieL 

15 9. Werkwijze volgens een der voorafgaande conclusies, met het kenmerk, dat na 

het verwijderen van het tijdelijk substraat aan die zijde van het halfgeleiderlichaam een 
verder rechthoekig ringvonnig gebied van een kunststof aangebracht wordt ongeveer 
tegenover het ringvonnig gebied en bixwen het verdere ringvonnig gebied een verdere 
metaallaag wordt aangebracht 

20 

10. Werkwijze volgens een der voorafgaande conclusies, met het kenmerk, dat het 
half&eleidef lichaam gevonnd wordt door een halfgeleidetsubstraat te voorzien van een 
begraven isolerende laag waarboven het hatfgeleiderelement, het aansluitgebied en een 
verder aansluitgebied van het halfgeleiderelement gevoimd worded waarbij het tydelijk 

25 substraat gevonnd wordt door het onder de begraven isolerende laag liggende deel van het 
halfgeleidersubstraat. 

1 1 . Werkwijze volgens conclnsie 9, met het kenmerk, dat tussen de begraven 
isolerende laag en het aansluitgebied een verdere isolerende laag die een etsstoplaag voxmt 

30 ten opzichte van de begraven isolerende laag en een andere isolerende laag worden 

aangebracht waarin een opening gevonnd wordt waarin het verdere aansluitgebied gevormd 
wordt en na het verodjderen van het tijdelijk substraat een onder het verdere aansluitgebied 
liggende deel van de begraven isolerende laag verwijderd wordt met een ets middel dat 
selectief is ten opzichte van de verdere isolerende laag. 
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12. Werkwij^e volgens een der voorafgaande conolusies s met het Jcenmeric, dat het 

halfgeleiderelement door een bipolaire transistor gevonnd wordt en het aansluitgebied 
verbonden wordt met het emitter gebied van de bipolaire transistor, 

13 Werkvyijze volgens een der conolusies 1 t/tn 1 1, met bet Icenmerk, dat 

halfgeleiderelement door een LDMOS trans istor gevotmd wordt en het aansluitgebied 

verbonden wordt met het source gebied van de LDMOS transistor. 

14. Halfgeleiderinrichting verkregen met behmlp van een werkwijze volgens een 

der voorafgaande conolusies. 
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The invention relates to a method of manufacturing a semiconductor device 
(10) in which in a semiconductor body (1) with a temporarily substrate (2) at least one 
semiconductor element (3) is formed that at a side of the semiconductor body (1) opposite to 
the substrate (2) is provided with at least one connection region (4), in which at the side of 
5 the semiconductor body (1 ) where the connection region (4) is formed a dielectric (5) is 
formed and brought into a pattern which leaves ftee the connection region (4) after which a 
metal layer (6) is deposited over the dielectric (5) in connection with the connection region 
(4), which metal layer (6) functions as an electrical connection conductor of the connection 
region (4), after which the temporarily substrate (2) is removed and the metal layer (6) also 

1 0 functions as a substrate of the device (1 0). 

According to the invention before the metal layer (6) is deposited, there is 
formed viewed in projection around the patterned part of the dielectric (5) and around the 
semiconductor element (3) an annular region (7) of a resin with a larger thickness than die 
dielectric (5) and the metal layer (6) is deposited within the rectangular annular region (7). In 

15 this way, an individual device (10) can easily be formed after the metal layer (6) has been 
deposited, preferably by pushing the device (1 0) outside the region (7). Preferably, both for 
the dielectric (5) and the region (7) a (different) fotoresist is chosen. The invention also 
comprises a semiconductor device (10) obtained in this way. 



20 



Fig. 6 



PHNL020856 



# 



m 



021 17.09.2002 15:46 



2/5 






PHNL020856 A . A 

3/5 





This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning 
Operations and is not part of the Official Record 



Defective images within this document are accurate representations of the original 
documents submitted by the applicant. 

Defects in the images include but are not limited to the items checked: 

□ BLACK BORDERS 

□ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES 

□ FADED TEXT OR DRAWING 

□ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING 

□ SKEWED/SLANTED IMAGES 

□ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS 

□ GRAY SCALE DOCUMENTS 



CJ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT 

□ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY 

□ OTHER: 



IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY. 
As rescanning these documents will not correct the image 
problems checked, please do not report these problems to 
the IFW Image Problem Mailbox. 



BEST AVAILABLE IMAGES 




